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結晶番号 原料純度係 '重量夕 最終処理 結晶成長方向 備考
2 99.99 10 溶融 多結晶
7 99.99 4 再溶融 多結晶
8 99.99 4 帯溶融 多結晶
10 99.999 4 再溶融 多結晶
13 〃 8 再溶融 単結晶
25 〃 6 再溶融数回 単結晶
28 〃 13 種付け4回 ~〔011〕
30 〃 6 帯溶融3回 単結晶
35 Z/ 6 種付け1回 ~〔011〕 Hall係数最大
45 〃 20 再溶融3回 ~〔011〕 分光分析
50 99.9999 11 再溶融1回 単結晶 分光分析
55 〃 30 帯溶融 単結晶
69 99.999 28 種付け2回 〔100〕 分光分析
70 〃 20 種付け2回 〔010〕
71 〃 9 種付け1回 〔001〕
75 〃 19 種付け1回 〔001〕
83 〃 33 ､帯溶融1回 単結晶
第2.2表分光分析による不純物の検出(単位はppm)
結晶 Mg Si A1 Ag Ca
Jta45 1~3 1~3 1~3 0.5~0.8 1~3
五50 0.8~1 1~3 1~3 0 3~5



















































































































16 0.0049 1.7×1018 A P≫n (1~3n･a)
17 ｸ 夕 Aﾀ焼鈍々し P.n (1~3n･cm)
20 0.098 3.4×1019 A n 1.2×1018
27 0.0045 1.6×1018 B pﾀn




























































22,. 0.086 3.0×1019 A n 9.6×1017
26 瓦22の一部 B n 7×1017
39 0.011 3.8×1018 B n ･2χ･1017
40 0.00092 3,2×1017 B n 3×1016
93 0.075 2.6×1019 A n (0.013n･m)
j5 0.43 1.5×10勒 A n (0.011n･a)
??????
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54' 0.079 2.8×1019 A再溶融 n 4×1016
56 0.030 1.0×1019 A再溶融表面汚れる p
78 0.19 6.6×1019 A再溶融 n 4×1016


























































19 0.10 3.5×1019 A一再溶融脆い p
49 0.0038 1.3×1018 B(瓦19)扨溶融2回 p 3×1016




























元素 族 共有結合半径Å はたらき 置換元素 不純物準位 均一性
Ag I 1.53 ｱｸｾﾌﾟﾀ Cd 浅い 良
Cd fl 1.48
Al I 1.26 ﾄﾞﾅｰ Cd
Ga I 1.26 ﾄﾞﾅｰ Cd 深い 良
In I 1.44 ﾄﾞﾅｰ Cd 浅い
Sn IV 1.40 ｱｸｾﾌﾞﾀ的 Sb?
Pb IV 1.46 ﾄﾞﾅｰ的 Cd?
Sb V 1.36
●
Se VI 1.16 ﾄﾞﾅｰ Sb



























4.10 4.09 4.12(020) 2.13 2.13 2.13(004)
3.70 3.71(021) 2.09 2.09 2.095(230)
3.55 3.57 3.55(102) 2.06' 2.06 2.067(213)
3.26 3.25 3.26(112) 2.063(040)
3.23(200) 2.02 2.02 2.03(231)
3.21 3.20 3.22(121) 2.027(311)
2.83 2.82 2.84(211) 2.024(104)
2.68 2.68 2.69(122) 2.00 ･2.00 2.00(041)
2.48 2.48 2.48(113) 1.92 1.92(302)
2.46(212) 1.91 1.91 1.915(141)
2.43 2.41 2.43(221) 1.89 1.89 1.896(223)
2.42(131) 1.893(024)
2.34 2.33 2.34(023) 1.890-(133)
2.19 2.19 2.20(123) 1.88 1.88 1.88(232)
2.18(222) 1.87(312)
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原液作成後の時間 H20:原液 腐蝕の線 備考
5分 2:1 無
15〃 1:1 無 5分間処理
64/z 5:3 無
80// 4:3 有 部分的
145// 5:3 無




10z/ 2:3 有 表面やや黒化
21〃 1:1 有 表面黒化,太い線
21/z 2:1 有 やや黒化,太い線
27z/ 2:1 有 きれいに出る
29z/ 2:1 有 超音波をかける,黒化
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結晶番号 結晶面 腐蝕条件 ｴｯﾁﾋﾟｯﾄ密度(?2)
逼40 (.100) 原液長期開放殴 ~4×104
息83 (100) 原液長期開放殴 ~1×104
A50 (100) 原液作成後数時間 ~5×104
M69 (100)に垂直 化学研磨ののち腐蝕 ~3χ104



















































斜方晶系 3 3 12

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































処理前 292 2.72 774
367°Kより急冷 291 2.61 634
4780Kより急冷 286 0.94 58
575°Kより急冷 290 0.22 36











































































































































































.･効果以外Q測定Rijk ρ11 μHi Rijk ρ11 μUi
I/(100〕
28(5a) b




123 1､900 130 (1.050) 1.220 4.1 (298) 不均一性大
132 1,630 ISO C905) 1,220 4.1 (298)
35(3a) b
123 i;900 L27 1,500 1β20 4.1 395 圧抵抗効果
132
--123
1β50 127 1540 1,620 4.1 395
35(5) b
1.670 u 1520 1β80 3.6 384 圧抵抗効果.
132 1,750 L1 1590 1500 3.6 417
83(1) a 123 1β40 1.02 1,860 不均一性大･ 磁気抵抗効果
50(3) a 132 990 059 1.680 870 2.23 390 磁気抵抗効果
45(3b) a 132 2,800 L50 1β70 2.000 5.2 385 磁気抵抗効果
I/〔010〕
28(1) b
231 1β10 221 842 1,600 6.5 243
213 1,960 2.38 824 1580 6.8 232
35(2a) b
231 2.800 3j 740 2,200 92 239 圧抵抗効果
213 2,600 3.25 800 2,050 8.7 236
35(2b) b 231 161 0.19 865 132 0.51 262
35(4b) b
231･ 1,760 2.25 783 1510 6.3 240 圧抵抗効果
213 1,800 225 800 1560 6.3 248
35r4c) b
231 1β70 2j 750 1.620 6.4 254 圧抵抗効果
213 1,900 2.5 760 1,620 6.4 254
83(2) a 213 1,660 1.71 970 不均一性大 磁気抵抗効果
50C2) a 213 1510 L57 962 1,240 4j 276 磁気抵抗効果
I/〔001〕
28(4) b
312 1,410 0.53 2,660 1,200 1.87 642
321 1,230 0.53 2.320 1.030 1.83 563
28(5b) b 312 1.660 0.67 2,480 1,420 2.28 623 圧抵抗効果､
35(4a) b
312 1.710 0.63 2,720 1β00 2.16 695
321 1,740 0.63 2.760 1β00 2.16 695
35(4a) b
312 1.820 0.74 2.480 1,570 2.47 630 再測定
321 1.730 0.67 2β80 1β00 2.40 620 圧抵抗効果
30(5a) b
312 1,630 0.66 2,500 1,430 2.14 670
321 1,560 0.57 2.700 1,300 1.97 650
45(3c) a 321 2,270 0.75 3.030 1,500 2.2S 667 磁気抵抗効果
69(1) a 312 1.170 0.39 3,000 980 1.50 654 磁気抵抗効果
49(1) a 215 0.076 2,830 200 0.26 770




















































































































































































































































Ermanis.Mi11er 77°K 170 220 160
Hrub夕.Stourac 77°K 600 ‘~2.500



































































































































1 μhくμe μhくμe μh>μe






















































Ai.45C3b) 〔100〕 2800 1820
瓦50(､3) 〔100〕 983 1630
jVo.83C1) 〔100〕 1950 1910
息50(2) 〔010〕 1510 955
A83(2) 〔010〕 1660 975
M45C3c) 〔001〕 2270 3020
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試料'屁 不純物 電流方向 ρ RH
μH n
40(4a) Te 〔100〕 0.38 240, 640
78(.3a) Ga 〔100〕 0.15 70
460 1.47




39C6) Te 〔010j 0.091 41 450
〃
1.49
40(2) Te 〔010〕 0.43 210 490 2.00
40(､5b) Te 〔0103 0.40 170
430' 1.60‘











､39C4) Te 〔001〕 0.086 44 510
1.49
40(3) Te 〔001〕 0.45 270 600
2.40
40C5a) Te 〔001〕 0.22 130 590
1.54
40C5c) Te 〔001〕 ･0.39 250士50
640±130 1.43
54(1) Ga 〔001〕 0.21 103.
480 1.50


















































同1' 392 250 653
e
｀μH 521 440 5'56














































































































































mVs MVz Mlt M琵 M琵 Mll
測定値 3.9 5.8 3.6 3.9 4.5 3.5



































































































































































































































































































































































































































































































"ii Rh πii,×10゛12 /Jii RH
35(3) 〔100〕 -1.5 3.2 1700 -3.0 2.8 350
35(5a) 〔100〕 -2.1 2.8 1500 -6.3 2.8 440
35(2) 〔010〕 十3.5 7.9 2400 -38 3.7 230
35(4b) 〔010〕 十3.3 5.2 1610 -31 4.0 380
28(5b) 〔001〕 十8.8 1.8 1500 十33 1.8 540



















































°K 文献位置 等ｴﾈﾉﾚｷﾞｰ面 10-12㎝2･dyne｀1
n-Ge 〔111〕 回転楕円体 -2~-6 300 (44)
n-Si 〔100〕 同上 -102 300 C44)
p-Ge 〔000〕 歪む,2重に縮退 -6~-9 300 C44)
p-Si 〔000〕 同上 +3.1 300 (44)
n-InSb 〔000〕 球 -17 77 (45)
















































































































































〔100〕 2.82×105 5.42×1011 3111.84×1042
〔010〕 3.04×105 6.30X10*｢ S221.59χ10“12





































方向･. CO(と771･SeC‘1)･ E(dyne･arr') s;1(a2･dyne゛1)
∂1 2.64×10s 4.76×10H /2.11×1042



































Ge LiF ｡InSb NaCl
Sll>×10゛12 0.964 1.17 1.95 2.4
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